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Современные методы получения электроэнергии с использованием ископаемого потребляемого топлива в настоящее время оказывают колоссальный вред окружающей среде. В связи с этим альтернативные источники энергии, такие как термоэлектричество, являются наиболее перспективными методами получения энергии. Примечательность термоэлектрических материалов состоит в том, что ресурс для получения энергии можно использовать из ранее отработанного бросового тепла, что является наиболее экономичным способом.

Эффективность термоэлектрического материала ZT зависит от коэффициента Зеебека, теплопроводности и электропроводности. Для получения наиболее эффективного термоэлектрического материала необходимо добиться более низкой теплопроводности и более высокой электропроводности и коэффициента Зеебека. Однако улучшение ZT является сложной задачей из-за взаимосвязи между этими параметрами. Одним из наиболее перспективных среднетемпературных термоэлектрических материалов является Zn4Sb3. Данный материал обладает низкой теплопроводностью и хорошими электрофизическими характеристиками. Однако одной из главных проблем является нестабильность этого материала при нагреве даже в инертной атмосфере.

 В работе проведено исследование влияния условий синтеза на структуру и термоэлектрические свойства материалов на основе антимонида цинка. Рассмотрены вопросы о влиянии избыточного Zn, режимов искрового плазменного спекания и легирования In на фазовый состав и термостабильность свойств полученного материала. 
Показано, что методом искрового плазменного спекания возможно получить фазу β-Zn4Sb3, но только из синтезированного материала, взятого в стехиометрическом мольном соотношении с добавлением избыточного цинка. Легирование In приводит не только к улучшению стабильности материала, но и к увеличению термоэлектрической эффективности. Показано, что в ходе термоциклирования материалов антимонида цинка легированных индием максимальное значение термоэлектрической эффективности практически не менялось и при температуре 450 (С К составляло ZT ≈ 1.3.
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